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© Verfahren zum Herstellen kundenspezifischer gedruckter Schaltungen. 



© Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum Herstellen kundenspezifischer gedruckter 
Schaltungen sowie eine durch dieses Verfahren her- 
gestellte eiektrische Schaltung. Fur kundenspezifi- 
sche Schaltungen sind bisher zeitaufwendige und 
kostenspielige Entwicklungen erforderlich gewesen. 
Das neue Verfahren soil die Herstellung insbesonde- 
re von kundenspezifischen Leiterplatten mit gerin- 
gem Aufwand und mit kurzen Entwickiungszeiten 
gewahrieisten. Dieses Problem wird durch ein Ver- 
fahren gelost, welches folgende Verfahrensmerkmale 
aufweist: 

Vorsehen von mindestens zwei unabhangig von den 
Kundenwiinschen immer verwendbaren Standardlei- 
terbahnebenenauslegungen 1 , 2. von denen die eine 
2 Leiterbahnebenenauslegung 1 in vorgegebener An- 
" ordnung eine Anzahl von sich nicht kreuzenden Lei- 
r-terbahnen 3 und die andere Leiterbahnebenenausle- 
JSgung 2 in vorgegebener Anordnung eine weitere 
Anzahl von sich nicht kreuzenden Leiterbahnen 4 
Iftenthalt, die zumindest teilweise uberlappend zu den 
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Leiterbahnen 3 auf der einen Leiterbahnebene ver- 
laufend angeordnet werden; 
^Aufbringen von mindestens einer individueilen, d. h. 
CLdem jeweiligen Kundenwunsch entsprechenden Iso- 
LU lationsschicht 5 mit Kontaktfenstern 8 fur eine Zwei- 
oder Mehrebenen-Verdrahtung zur Verbindung der 
fur die Schaltung vorgesehenen Komponenten, wo- 



bei die Kontaktfenster 8 an Stellen 9 der Leiterbahn- 
kreuzungen und/oder Leiterbahnuberlappungen zwi- 
schen den Leiterbahnen 3, 4 der Standardleiterbah- 
nebenenauslegungen 1, 2 vorgesehen werden; 
Aufbringen mindestens der weiteren Standardleiter- 
bahnebenenauslegung 2 durch Siebdruck; und 
gegebenenfalls Aufbringen weiterer Isolationsschich- 
ten 5' mit Kontaktfenstern sowie weiteren Standard- 
leiterbahnebenen. 
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Die voriiegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum Herstellen kundenspezifischer gedruckter 
Schaltungen mit Mehrebenenverdrahtung, d. h. 
Durchkontaktierung zwischen mindestens zwei un- 
abhangig von den Kundenwunschen immer ver- 
wendbaren Standardleiterbahnebenenauslegungen. 

Auf dem Gebiet der Leiterbahntechnologie ist 
es bekannt. flachenhafte Verdrahtungsstrukturen in 
Form dunner Metallschichten in einer Oder mehre- 
ren Lagen auf Isolierstoffplatten aufzubringen, der- 
ail, da/3 diese Verdrahtungsstrukturen die elektri- 
schen Verbindungen der Schaftungkomponenten 
untereinander bilden. Ferner ist es in der soge- 
nannten Multilayer-Technik bekannt, Leiterplatten 
mit mehreren Leiterbahnebenen zu verwenden, de- 
ren Leiterzuge uber metallisierte Locher leitend 
verbuncen sind, d. h. also eine Durchkontaktierung 
vorgesehen ist, wobei z. B. chemisch-gaivanisch 
durchkontaktierte Locher zwischen den einzeinen 
Leiterschichten vorgesehen werden. Die aus den 
Leiterbahnen bestehenden Verdrahtungsmuster 
selbst werden gerna/3 dem Stand der Technik ent- 
.veder durch Atzen einer kupferkaschierten Platte, 
durch Siebdruck oder durch galvanisches Aufbrin- 
gen von Kupfer erzeugt. 

Daruber hinaus ist es auf dem Gebiet der inte- 
grierten Schaltungen bekannt, fur spezielle Anwen- 
dungsgebiete kundenspezifische IC's zu entwik- 
kein. Derartige Entwicklungen sind jedoch sehr 
zeitaufwendig und erfordern in der Regel einen 
Zeitraum von ein bis zwei Jahren als Entwicklungs- 
und Testzeit, wodurch Kosten in der GroGenord- 
nung von meistens mehre ren DM 100.000,00 an- 
fallen. Infolgedessen sind derartige Spezialentwick- 
iungen von IC*s lediglich dann lohnend, wenn es 
sich urn gro/3e Stuckzahlen handelt. 

Bekannt sind weiterhin sog. "Uncommited Lo- 
gic Arrays" (ULA) oder "Gate- Arrays", bei welchen 
es sich um integrierte Schaltungen mit einer Anord- 
nung gieicher Grundzellen handelt so dafl durch 
spezielles Legen und Einprogrammieren von Leiter- 
bahnen kundenspezifische Schaltungen beliebig 
definierbar und herstellbar sind t wodurchanwen- 
dungsorientiert ganz bestimmte integrierte Schal- 
tungen herstellbar und infolgedessen spezielle 
Schaltungsaufgaben losbar sind. Allerdings sind 
auch hier die vorzunehmenden Entwicklungen noch 
relativ zeit- und kostenaufwendig, so da/* vom Kun- 
den auch hier mindestens 10.000 - 20.000 Stuck 
derartiger IC's abgenommen werden mussen, da- 
mit uberhaupt kostendeckend gearbeitet werden 
kann. 

Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es da- 
her, ein Verfahren zum Herstellen kundenspezifi- 
scher gedruckter Schaltungen zu schaffen, welches 
die Moglichkeit bietet, dreidimensionale Schaltun- 
gen unter Verwendung von standardisierten Leiter- 
bahnebenen nach individueilen kundenspezifischen 



Vorstellungen in einfacher und kpstengunstiger 
Weise herzustellen. 

Dieses Ziel wird durch die im Anspruch 1 auf- 
gezeigte technische Lehre gelost. Das erfindungs- 

5 gema/Je Verfahren hat den Vorteil, da/3 die Reali- 
sierung kundenspezifischer gedruckter Schaltungen 
mit geringem Aufwand sowie mit kurzen Entwick- 
lungszeiten gewahrleistet werden kann. Hierdurch 
wird eine Fertigung von anwendungsorientierten, 

70 individuell ausgestalteten Schaltungen auch in klei- 
nen Stuckzahlen rentabei. 

Eine besonders einfach auszufiihrende Ausge- 
staltung des erfindungsgematfen Verfahrens ist da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Isolationsschicht 

75 durch Siebdruck auf die erste Leiterbahnebene auf- 
getragen wird. 

Eine in eine andere Richtung gehende Ausge- 
staltung des erfindungsgemaflen Verfahrens ist da- 
durch gekennzeichnet, da/3 die Isolationsschicht als 

20 Klebefolienschicht ausgebildet ist. Auch hierdurch 
la/3t sich die Isolationsschicht in uberraschend ein- 
facher Weise realisieren. Beide vorstehenden Aus- 
gestaltungen des erfindungsgema/3en Verfahrens 
sind zudem in einfacher Weise einer Automatisie- 

25 rung zuganglich. Das Aufbringen der Isolations- 
schicht in Form einer Klebefolienschicht ist daruber 
hinaus apparativ relativ einfach zu verwirklichen. 

Die Ausgestaltung des erfindungsgema/3en 
Verfahrens nach Anspruch 4 hat den Vorteii, da/3 

30 man gleichsam neben den Standardleiterbahneben- 
en eine standardisierte, d. h. mit einem einheitli- 
chen Muster von Kontaktfenstern versehene Isola- 
tionsschicht aufbringt, und diese Isolationsschicht 
nachtraglich durch gezieltes Verschlie/3en einzelner 

35 Kontaktfenster den jeweiligen Anforderungen, die 
vom Benutzer gestellt werden, anpassen kann. 
Hierdurch wird die Flexibiiitat des Verfahrens noch 
gesteigert. 

Dadurch, da/3 gema/3 einer weiteren zweckma- 

40 /3tgen Ausgestaltung des erfindungsgema/3en Ver- 
fahrens das fur den Siebdruck verwendete Sieb vor 
dem Siebdruckvorgang an Stellen der vorgesehe- 
nen Kontaktfenster verschlossen wird, wodurch 
beim Siebdruck Schicht-Offnungen zur Bildung der 

45 Kontaktfenster erzielt werden, kann in einfacher 
Weise maschinell das gewunschte Offnungsmuster 
der Kontaktfenster realisiert werden., 

Um ein gezieltes Verschlieflen bestimmter Kon- 
taktfenster in der Isolationsschicht in einfacher Wei- 

so se durchzufuhren, kdnnen gema/3 einer weiteren 
Ausgestaltung des erfindungsgema/3en Verfahrens 
offene Kontaktfenster in der aufgetragenen Isola- 
tionsschicht durch einen Dispenser verschlossen 
werden, welcher uber die Isolationsschicht an die 

55 Kontaktfensterstellen gefuhrt wird und mit welchem 
Isolationsschichtmaterial in die schlie/Jenden Kon- 
taktfenster eingespritzt wird. Hierdurch la/3t sich in 
einfacher Weise ein den Anforderungen des jeweili- 
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gen Kunden entsprechendes Kontaktfenstermuster 
anfertigen. 

Eine in eine andere Richtung gehende Ausge- 
staltung des erfindungsgemaflen Verfahrens ist da- 
durch gekennzeichnet, da/3 die Kontaktfenster in 
der aufgetragenen Isolationsschicht gezieit bei- 
spielsweise durch Foto- und/oder Laser- und/oder 
Rontgenstrahl- und/oder lonenstrahltechnik 
und/oder eine ahnliche Technik hergestellt werden. 
Auch diese Ausgestaltung bietet den Vorteil einer 
einfachen Automatisierbarkeit des Verfahrens- 
schritts der Bildung der Kontaktfenster in der Isola- 
tionsschicht. 

Eine weitere zweckma/3ige Ausgestaltung des 
erfindungsgematfen Verfahrens ist dadurch ge- 
kennzeichnet da/3 die Dicke der durch Siebdruck 
aufgebrachten mindestens einen weiteren Stan- 
dardleiterbahnebenenauslegung im Bereich der 
Kontaktfenster derart bemessen ist, da/3 das Leiter- 
bahnmaterial die Kontaktfenster der darunterliegen- 
den Isolationsschicht vol! inhaltlich ausfullt und da- 
mit die Leiterbahnebenen miteinander kontaktiert. 
Hierdurch la/3t sich in einfacher Weise ein Aufbrin- 
gen der betreffenden Leiterbahnebene bei gleich- 
zeitiger Durchkontaktierung realisieren. Folglich 
sind gesonderte Durchkontaktierungsma/3nahmen 
hierbei vorteilhafterweise nicht notwendig. 

Dadurch, da/3 die Kontaktfenster in der Isola- 
tionsschicht hinsichtlich ihrer Durchmesser - ge- 
ma/3 einer weiteren Ausgestaltung des erfindungs- 
gema0en Verfahrens - kleiner als ,die Breite der 
Leiterbahnen ausgebildet werden, wird der Vorteil 
geschaffen, da/3 man bei einer fertigen Leiterplatte 
anhand der Kontaktfenster-lsolationsschichten nicht 
erkennen kann, wo sich deren Kontaktfenster befin- 
den, da diese so klein gehalten sind, da/3 sie durch 
die Leiterbahnen abgedeckt werden. 

Weder durch rontgenoptische, lichtoptische 
oder ahnliche Mittel ist es mogiich Oder nur er- 
schwert mogiich, die fertige, kundenspezifische 
Schaltung im Nachhinein zu analysieren. 

Die nach dem erfindungsgema/3en Verfahren 
hergestellte, kundenspezifische Schaltung gewahr- 
leistet daher fur den Auftraggeber eine Art von 
Schaltungs-Nachahmungsschutz. 

Eine weitere zweckmatfige Ausgestaltung des 
erfindungsgema/3en Verfahrens ist dadurch ge- 
kennzeichnet da/3 je eine Vorlage zur Hersteilung 
der individuellen Kontaktfenster-lsolationsschicht- 
(en) mittels CAD-Technik oder -Programmierung 
hergestellt wird. Hierbei besteht der Vorteil, da/3 
eine kundenspezifische Variation pro Leiterplatte 
dadurch erfolgen kann, da/3 kundenspezifisch durch 
ein CAD-System gleichsam ein Bild der individuel- 
len Kontaktfenster-lsolierschicht erstellt wird, so 
da/3 bei vorgegebenen Standard-Leiterbahnebenen 
mit entsprechend definierten Leiterbahnrastern le- 
diglich noch definiert werden mu/J, welche 



Leiterbahnkreuzungs- und/oder 
uberlappungsstellen offenzubleiben haben bzw. ge- 
schlossen werden mussen. — - 

Beispielsweise kann mittels eines Computers 
5 bzw, eines kundenspezifisch einsetzbaren Pro- 
gramms Ciber einen Plotter das Layout erstellt wer- 
den, anhand dessen sodann eine Siebdruckmaske 
als eine individuelle Kontaktfenster-lsoiationsschicht 
vorbereitet wird. In gleicher Weise kann das Com- 
70 puterbild naturlich auch unmittelbar mit einer der in 
Unteranspruch 7 dargelegten Techniken kombiniert 
werden, wodurch die Moglichkeit geschaffen wird, 
uber den Computer unter Zuhilfenahme der besag- 
ten Techniken direkt auf die Isolationsschicht ein- 
75 zuwirken. 

Eine weitere zweckmatfige Ausgestaltung des 
erfindungsgemaflen Verfahrens ist dadurch ge- 
kennzeichnet da/J vorzugsweise die oberste 
Standard-Leiterbahnebene der Schaltung an einer 
20 oder mehreren vorbestimmten Flachenbereichen 
mit einer oder mehreren vorgegebenen, komplet- 
ten, insbesondere integrierten Schaltungen (IC's) 
bestuckt wird, die vorzugsweise nach Art der Hy- 
bridtechnik miteinander verbunden werden. Hier- 
25 durch wird beispielsweise die Moglichkeit eroffnet, 
zwei oder drei konventionelle IC's miteinander zu 
verbinden, die komplette Schaltung sodann zu ver- 
gie/3en und gleichsam als Hybridschaltung dem 
Anwender anzubieten. 
30 Weitere zweckma/3ige Verfahrensvarianten er- 

geben sich aus den Anspruchen 12 und 13. 

Eine weitere zweckma/3ige Ausgestaltung des 
erfindungsgema/3en Verfahrens besteht darin, da/3 
eine Vorlage zum Bestucken der Leiterplatte Oder 
35 ein Programm mittels CAD-Technik erstellt wird. 
Hierdurch besteht die Moglichkeit, das Bestucken 
der am obersten befindlichen Standard-Leiterbahn- 
auslegung mit den fur die Schaltung vorgesehenen 
Komponenten, Zeilen, Baugruppen, IC f s o. dgl. mit- 
40 tels CAD-Technik oder mit Hilfe eines Bestuk- 
kungsautomaten durchzufuhren. Hierbei mu/3 bei- 
spielsweise das Programm eines derartigen Be- 
stuckungsautomaten nicht kundenspezifisch festge- 
legt werden, vielmehr genugt es, wenn der Auto- 
45 mat wei/3, da/3 eine ganz bestimmte Schaltungs- 
komponente oder ein Bauelement o. dgl. an einer 
vorbestimmten Stelfe der Standard-Leiterbahnaus- 
legung plaziert werden mu/3. 

Zweckmafligerweise ist als isolierender Trager 
so fur die Leiterplatte ein ubliches Leiterplattenmateri- 
ai, wie zum Beispiel Hartpapier oder Kunststoff zu 
verwenden. Bei materialspezifischen Spezialanfor- 
derungen ist zweckma/3igerweise auch als isolie- 
render Trager eine Glas- oder Keramikplatte ver- 
55 wendbar. 

Zweckma/3igerweise werden die einzelnen 
Standard-Leiterbahnauslegungen wie die dazwi- 
schenliegende. individuelle Kontaktfenster-isoia- 
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ticnsschicht mittels Siebdrucktechnik auf minde- 
stens eine Oberflache des Tragers nacheinander 
aufgebracht. 

Die rertige, nach dem erfindungsgema/ten Ver- 
fahren hergestellte Schaltung Oder Leiterplatte wird 
zweckmafligerweise mit einer Oder mehreren Ver- 
gu/Jmassen vergossen. 

Gema/J einer weiteren Ausgestaltung des erfin- 
dungsgema/Jen Verfahrens wird das Verfahren un- 
ter Verwendung der SMD(Surface Mounted Devi- 
ces)-Technik durchgefuhrt. Eine weitere zweckma- 
£ige Ausgestaltung des erfindungsgema/Jen Ver- 
fahrens ist in Unteranspruch 21 beschrieben. 

Gemafl Unteranspruch 22 umfa/Jt die vorliegen- 
de Erfindung nicht nur das erfindungsgema/3e Ver- 
fahren, sondern auch eine eiektrische Schaltung, 
die gemaS dem Verfahren nach einem der Anspru- 
che 1 - 21 hergestellt ist. 

Zweckmatfigerweise ist die Funktion der efek- 
tnschen Schaitung bzw. einer kundenspezifischen 
Leiterpiatte durch die Auswahl der Schaitungskom- 
ponenten, Zellen, Baugruppen, iC's, Hybride o. dgl. 
individueil bestimmbar. 

Zur naheren Erlauterung der Erfindung, ihrer 
weiteren Merkmale und Vorteile dient die beigefug- 
te Zeichnung, in welcher Ausfuhrungsbeispiele von 
nach dem erfindungsgema/Jen Verfahren herge- 
stellten Leiterpfatten dargestellt sind. Gleiche Teile 
und Eiemente sind hierbei stets mit den gleichen 
Bezugsziffern bezeichnet. 

Dabei zeigt: 

F:g. 1 schematisch eine aus zwei Standard- 
Leiterbahnebenen, einer Kon taktf en ster- Isolation s- 
schicht sowie einem isolierenden Trager bestehen- 
de Anordnung in einem noch nicht aufeinanderge- 
schichteten Zustand; 

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf eine 
fertige Leiterplatte, bei der die elektrischen Verbin- 
dungen der Schaltungskomponenten bzw. Bau- 
gruppen u. dgl. untereinander noch nicht vorge- 
nommen sind; 

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Ansicht 
einer Leiterplatte, die mit zwei integrierten Schalt- 
kreisen bestuckt ist, wobei nunmehr die elektri- 
schen Verbindungen der Schaltungskomponenten 
untereinander mittels Zweiebenenverdrahtungen 
bereits durchgefuhrt sind; und 

Fig. 4 ein Blockschaltbild eines program- 
mierbaren Frequenzteilers mit den beiden integrier- 
ten Schaltkreisen, die auf der Leiterplatte gemafl 
Fig. 3 angeordnet sind. 

Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, besteht eine 
nach dem erfindungsgemaflen Verfahren herge- 
stellte Mehrlagen-Leiterplatte beispielsweise aus 
zwei Standardleiterbahnebenenauslegungen bzw. 
Standard-Leiterbahnebenen 1 und 2, einer Isola- 
tionsschicht bzw. Kontaktfenster-lsolationsschicht 5 



sowie einem isolierenden Trager 6. Dte eine Leiter- 
bahnebene 1 weist in vorgegebener Anordnung 
eine Anzahl von sich nicht kreuzenden, im wesent- 
lichen zueinander parallel verlaufenden Leiterbah- 

5 nen 3 auf, wahrend die andere Leiterbahnebene 2 
mit einer weiteren Anzahl von sich ebenfails nicht 
kreuzenden. im wesentlich zueinander parallel ver- 
laufenden Leiterbahnen 4 in vorgegebener Anord- 
nung versehen ist, derart, da/J diese Leiterbahnen 4 

10 der Leiterbahnebene 2 im wesentlichen rechtwin- 
klig Oder zumindest annahernd rechtwinklig zu der 
Ausrichtung der Leiterbahnen 3 auf der Leiterbah- 
nebene 1 veriaufen. Die Ausrichtung der Leiterbah- 
nen kann aber auch anders sein, wie z. B. uber- 

15 Oder nebeneinander verlaufend im Verhaltnis der 
Leiterbahnebenen zueinander. 

Die zwischen den beiden Standard-Leiterbah- 
nebenen 1 und 2 angeordnete, individuelle 
Kontaktfenster-lsolationsschicht 5 ist mit Kontakt- 

20 fenstern 8 an Stellen 9 (vgl. Fig. 2) der Leiterbahn- 
kreuzungen und der Leiterbahnuberlappungen zwi- 
schen den jeweiligen Leiterbahnen 3 und 4 verse- 
hene so da/3 durch diese Kontaktfenster 8 hindurch 
eine Zweiebenenverdrahtung zum Zwecke der Ver- 

25 bindung der fur die Schaltung vorgesehenen Kom- 
ponenten, Zellen, Baugruppen, IC f s oder derglei- 
chen vorgenommen werden kann. 

Diese Stellen 9 der Leiterbahnkreuzungen und 
Leiterbahnuberlappungen werden nach Matfgabe 

so der jeweils gewunschten kundenspezifischen 
Schaltungsfunktion gewahlt, wobei dann die hierzu 
erforderliche, individuelle Kontaktfenster-fsolations- 
schicht 5 beispielsweise mittels CAD-Technik her- 
gestellt wird. 

35 Die Fig. 1 zeigt schematisch die Reihenfolge 

der Aufeinanderschichtung der Standard-Leiterbah- 
nebenen 1 und 2 und der Kontaktfenster-lsolations- 
schicht 5 auf einer Oberflache 7 des isolierenden 
Tragers 6, wobei die Leiterbahnebene 1 die untere, 

40 unmittelbar auf die Oberflache 7 gelangende Ebe- 
ne darstellt, die Kontaktfenster-lsolationsschicht 5 
die darauffolgende Ebene und die Leiterbahnebene 
2 letztendlich die obere Ebene bildet, welche mit 
den fur die Schaitung vorgesehenen Komponenten, 

45 Zellen, Baugruppen Oder dergleichen bestuckt 
wird. 

Zu diesem Zweck weist die Leiterbahnebene 2 
zwischen ihren Leiterbahnen 4 Flachenbereiche 10 
fur eine Plazierung der Schaltungskomponenten 
so und dergleichen mehr auf. 

Urn zu verhindern, dafl die Stellen der Durch- 
kontaktrerungen 9' (vgl. Fig. 2) an den 
Leiterbahnkreuzungs- und -uberlappungsstellen von 
au/ten ersichtlich sind, weisen die Kontaktfenster 8 
55 in der Kontaktfenster-lsolationsschicht 5 Durchmes- 
ser auf, die stets kleiner sind als die Breite der 
Leiterbahnen 4 in der Leiterbahnebene 2. 

In der Fig. 2 ist eine Draufsicht auf eine fertige 
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Leiterplatte mit zwei Standard-Leiterbahnebenen 1 
und 2 dargestellt, von denen die eine Ebene vorbe- 
stimmte Flachenberefche 10 aufweist, welche zur 
Bestuckung der Leiterplatte mit vorgegebenen inte- 
grierten Schaltungen 1 1 dient, wie dies im einzel- 
nen naher aus der Fig. 3 zu ersehen ist. 

Wie die Fig. 2 und 3 ferner zeigen, weisen 
beispielsweise die Leiterbahnen 4 der Standard- 
Leiterbahnebenen 2 an vorgegebenen Stellen Un- 
terbrechungen 12 auf, um die Leiterbahnlange 
(Kopplung) kurz zu halten. Die diese Unterbrechun- 
gen 12 uberbruckenden Kopplungen dienen zu- 
satziich zur Erhohung der Flexibility t der Benut- 
zung der Leiterbahnen 1 und 2 bei der Hersteilung 
der Leiterplatte. 

Bei den integrierten Schaltungen 11, mit denen 
die Leiterplatte gema/3 Fig. 3 bestuckt ist, handelt 
es sich beispielsweise um integrierte Schaltungen 
IC1 und IC2 fur einen kundenspezifisch konzipier- 
ten, programmierbaren Frequenzteiler, dessen 
Blockschaltbild in der Fig. 4 dargestellt ist. auf 
dessen nahere Beschreibung jedoch verzichtet 
werden soil. 

Die Stelten 9 der Leiterbahnkreuzungen und 
Leiterbahnuberlappungen zwischen den jeweiligen 
Leiterbahnen 3 und 4 der beiden Standard-Leiter- 
bahnebenen 1 und 2 und damit die entsprechen- 
den Stellen der Durchkontaktierungen 9' durch die 
Kontaktfenster 8 der Kontaktfenster-lsolations- 
schicht 5 (vgl. Fig. 1) stellen diejenigen Stellen dar, 
an denen die elektrischen Verbindungen zwischen 
den integrierten Schaltkreisen IC1 und IC2 sowie 
weiteren Schaltungskomponenten und dergleichen 
mehr erfolgen sollen. 

Diese elektrischen Anschlu/3- Oder Verbin- 
dungsstellen sind in den Fig. 3 und 4 mit a, b, c, e, 
f, j, k, 1 , m, n, o und p bezeichnet 



AnsprUche 

1. Verfahren zum Herstellen kundenspezifi- 
scher gedruckter Schaltungen mittels 

I. Vorsehen von mindestens zwei unabhan- 
gig von den Kundenwunschen immer verwendba- 
ren Standardleiterbahnebenenauslegungen (1 , 2), 
von denen die eine Leiterbahnebenenauslegung (1 ) 
in vorgegebener Anordnung eine Anzahl von sich 
nicht kreuzenden Leiterbahnen (3) und die andere 
Leiterbahnebenenauslegung (2) in vorgebener An- 
ordnung eine weitere Anzahl von sich nicht kreu- 
zenden Leiterbahnen (4) enthalt, die zumindest teil- 
weise uberlappend zu den Leiterbahnen (3) auf der 
einen Leiterbahnebene veriaufend angeordnet wer- 
den; 

II. Aufbringen von mindestens einer individu- 
ellen, d. h. dem jeweiligen Kundenwunsch entspre- 
chenden Isolationsschicht (5) mit Kontaktfenstern 



(8) fur eine Zwei- Oder mehr Ebenen-Verdrahtung 
zur Verbindung der fur die Schaltung vorgesehe- 
nen Komponenten, wobei die~ Kontaktfenster (8) an 
Stellen (9) der Leiterbahnkreuzungen und/oder Lei- 
5 terbahnuberlappungen zwischen den Leiterbahnen 
(3, 4) der Standardleiterbahnebenenauslegungen 
(1 , 2) vorgesehen werden; 

III. Aufbringen mindestens der weiteren Stan- 
jo dardleiterbahnebenenauslegung (2) durch Sieb- 

druck; 

IV. ggf. Aufbringen weiterer Isofationsschich- 
ten (5 ) mit Kontaktfenstern sowie weiterer Stan- 
dardieiterbahnebenen. 

/5 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. 

dai3 die Isolationsschicht (5) durch Siebdruck auf 
die erste Leiterbahnebene aufgetragen wird. 
20 3. Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, 

da/5 die Isolationsschicht (5) als Klebefolienschicht 
ausgebildet ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 

25 3, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Isolationsschicht nach dem Auftrag auf die 
erste Standardleiterbahnebenenauslegung an ailen 
Stellen (9) der Leiterbahnkreuzungen und/oder Lei- 

30 terbahnuberlappungen zwischen den Leiterbahnen 
(3 und 4) der beiden Standardleiterbahnebenenaus- 
legungen mit Kontaktfenster (8) versehen sind und 
die Kontaktfenster (8) in einem Verfahrenszwi- 
schenschritt gezieit verschlossen werden. 

35 5. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 das fur den Siebdruck verwendete Sieb vor 
dem Stebdruckvorgang an Stellen der vorgesehe- 
nen Kontaktfenster verschlossen wird, wodurch 
40 beim Siebdruck Schicht-Offnungen zur Bildung der 
Kontaktfenster erzielt werden. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

45 da/3 offene Kontaktfenster in der aufgetragenen Iso- 
lationsschicht durch einen Dispenser verschlossen 
werden, der uber die Isolationsschicht an die Kon- 
taktfensterstellen gefuhrt wird und mit welchem Iso- 
lationsschichtmaterial in die zu schlie/3enden Kon- 

so taktfenster eingespritzt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Kontaktfenster in der aufgetragenen Isola- 
55 tionsschicht gezieit beispielsweise durch Photo- 
und/oder Laser- und/oder Rontgenstrahl- und/oder 
lonenstrahltechnik und/oder eine ahnliche Technik 
hergestellt werden. 
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- 8- Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Dicke der durch Siebdruck aufgebrachten 
mindestens einen weiteren Standardleiterbahne- 
benenauslegung (2) im Bereich der Kontaktfenster 
(8) derart bemessen ist, da/3 das Leiterbahnmaterial 
die Kontaktfenster (8) der darunterliegenden Isola- 
ttonsschicht voll inhaltlich ausfuilt und damit die 
Leiterbahnebenen (1, 2) miteinander kontaktiert. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Kontaktfenster (8) in der isolationsschicht 
(5) hinsichtiich ihrer Durchmesser kleiner als die 
Breite der Leiterbahnen (1, 2) ausgebildet werden 
und damit die Stellen der Ourchkontaktierungen 
zwischen den Leiterbahnebenen (1, 2) mit lichtopti- 
schen Oder rontgenoptischen oder dergleichen mit- 
teln nicht oder nur erschwert eruierbar sind. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 je eine Vorlage zur Hersteilung der individuel- 
len Kontaktfenster-lsoiationsschicht(en) (5) mitteis 
CAD-Technik oder Programmierung hergestellt 
wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daj3 vorzugsweise die oberste Standard-Leiterbah- 
nebene (2) der Schaitung an einer oder mehreren 
vorbestimmten Flachenbereichen (10) mit einer 
oder mehreren vorgegebenen, kompletten, insbe- 
sondere integrierten Schaltungen (IC's) (11) be- 
stuckt wird, die vorzugsweise nach Art der Hybrid- 
technik miteinander verbunden werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet 

da/3 die IC's (11) seibst programmierbar sind. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet 

da/3 vorzugsweise die oberste Standard- Lei terbah- 
nebene (2) der Schaitung an einer oder mehreren 
vorbestimmten Flachenbereichen (10) mit einer 
oder mehreren ungekapselten, integrierten Schal- 
tungen in Form von Chips bestuckt wird, die vor- 
zugsweise direkt auf der betreffenden Leiterbahne- 
bene (2) bebondet werden. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 eine Vorlage zum Bestucken der Leiterplatte 
oder ein Programm mitteis CAD-Technik erstellt 
wird. 



15. Verfahren nach einem der^orbergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet 

da/3 das Bestucken der Leiterplatte durch einen 
5 Automaten erfolgt. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet 

da/3 als isolierender Trager (6) ein ubiiches Leiter- 
70 plattenmaterial, wie zum Beispiel Hartpapier oder 
Kunststoff verwendet wird. 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
is da/3 als isolierender Trager (6) eine Glas- oder 
Keramikplatte verwendet wird 

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet 

20 da/3 die einzelnen Standard-Leiterbahnebenen (1, 
2) sowie die dazwischenliegende individuelle 
Kontaktfenster-lsolationsschicht (5) mitteis Sieb- 
drucktechnik auf mindestens eine Oberflache des 
Tragers (6) nacheinander aufgebracht werden. 

25 19. Verfahren nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die fertige, aus Standard-Leiterbahnebenen (1, 
2), Kontaktfenster-losliatonsschicht(en) (5), isolie- 
30 rendem • Trager (6) sowie den Schaltungskompo- 
nenten, Zellen, Baugruppen, IC's, Hybridschaltun- 
gen oder dergleichen bestehende Schaitung oder 
Leiterplatte mit Vergu/3masse(n) vergossen wird. 

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
as Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 es unter Verwendung von SMD(Surface moun- 
ted Devices)-Technik durchgefuhrt wird. 

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
40 Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet 

da/3 zwei oder mehrere dieser Schaltungen oder 
Leiterplatten untereinander verbunden werden. 

22. Elektrische Schaitung, insbesondere 
45 Mehrlagen-Leiterplatte mit Durchkontaktierungen 

zwischen mindestens zwei Leiterbahnebenen, die 
gema/3 dem Verfahren nach einem der Anspruche 
1-21 hergestellt ist. 

23. Kundenspezifische Leiterplatte nach An- 
so spruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 ihre Funktion durch die Auswahl der Schal- 
tungskomponenten, Zellen, Baugruppen, IC's, Hy- 
bride oder dergleichen individuell bestimmbar ist. 

55 
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